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１．概要（Summary） 

 単分子・単原子接合の物性計測が注目を集めている。

目的とした分子や原子を挟み込み電流計測を行うために

は 1 μm 程度の中空ブリッチ構造を作製する必要がある。

今回は分子を挟み込む土台となる中空ブリッチ構造の作

製と電流計測用の端子の作製を東京工業大学の未来産

業技術研究所の設備を用いて行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置、電子ビーム露光データ加工ソフト

ウェア, 触針式段差計、リアクテブイオンエッチング装置 

【実験方法】 

ポリイミド 2 μm を塗布したリン青銅基板上に下記の条

件 で Polydimethylglutarimide (PMGI) 及 び

AZ5200NJ を用いて下記の条件で電極作製を行った。 

・ PMGI SF9 のスピンコート: 2000 RPM, 60 秒 (ベイ

ク: 180℃, 5 分) 

・ AZ5200NJ のスピンコート: 6000 RPM, 60 秒 (ベイ

ク: 100℃, 1.5 分) 

・ マ ス ク レ ス 露 光 器 に よ る 描 画 (196.7 mW, 3.6 

nm/s)。 

・ 現像: AZ300 MIF 1 分 45 秒 

 自機関にて金を 100 nm 蒸着し、アセトンでリフトオフを

行った。 

 また、中空ブリッチ構造を作製するためにポリイミドのエ

ッチングレートの算出を行った。エッチングの度合いを触

針式段差計で評価しエッチング最適なエッチング条件を

算出した。評価用の電極を、酸素流、30 sccm, 電力、 

100 W の条件で 5 分間エッチングを行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した電極端子を Figure 1a に示す。用いた条件に

よりマイクロメートルスケールの電極構造が作製できた。ま

た、エッチングした電極の中心部分を Figure 1b に示す。

エッチングにより電極下地の中空ブリッチ部分を除去し中

空ブリッチ構造を作製することができた。 

 

Figure 1 (a) The electrode fabricated by the 

Maskless lithography system. (b) bridge structure 

fabricated by the reactive ion etching device. 
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